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MICROSCOPIA DE FUERZA ATOMICA EN MODO CONDUCTOR EN
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El microscopio de fuerza atdbmica en modo conductor es una herramienta versatil que permite caracterizar las
propiedades eléctricas y topogréficas de sistemas del tipo juntura tanel (dispositivos del tipo electrodo — aislante
— electrodo). La optimizacion de este tipo de dispositivos es actualmente uno de los problemas tecnol6gicos mas
importantes en la industria del almacenamiento de informacién y de la deteccién de campos magnéticos [1]. El
presente trabajo permitio validar los procesos de microfabricacién de las junturas asi como también permitio
verificar el correcto funcionamiento de junturas tinel magnéticas en su forma final. Se fabricaron microjunturas
tinel magnéticas con electrodos de CogoFeio de 10 nm de espesor y como barrera aislante el 6xido MgO de 6 nm.
En el presente trabajo se presentard la caracterizacion eléctrica y estructural de microjunturas tanel crecidas
sobre sustratos de Si(100) y MgO(100). Las junturas obtenidas son pilares de distinta seccién transversal (1600,
625, 100 and 25 um?) fabricados mediante la técnica de litografia éptica y ataque reactivo de iones. Las
imagenes de topografia y de corriente tunel obtenidas con el microscopio de fuerza atbmica mostraron un muy
buen control del crecimiento de la barrera y de los electrodos y un transporte tanel de muy buena calidad,
verificados por la alta reproducibilidad de su respuesta corriente — voltaje. Se observé ademas un incremento de
la relacién sefial — ruido. Las curvas 1(V) obtenidas con el microscopio de fuerza atomica en modo conductor a
temperatura ambiente permitieron explorar la reproducibilidad y homogeneidad de las propiedades de transporte.
Los resultados mostraron un comportamiento mas aislante de las junturas crecidas sobre los sustratos de Si(100).
Estos resultados abren las puertas a la posibilidad de modificar el comportamiento eléctrico de junturas tdnel
magnéticas variando Unicamente el sustrato utilizado.
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Fig. 1 Curvas I(V) de un sistema CoFe/MgO(6 nm)/CoFe crecido sobre dos sustratos diferentes: MgO (circulos) y Si
(triangulos). Ambos sustratos favorecen el crecimiento en el plano (001). Los tamafios de las junturas analizadas fueron de:
a) 40, b) 25y ¢) 10 um de lado.



